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データ・シート
MOS形電界効果トランジスタ
MOS Field Effect Transistor

2SJ243
Pチャネル パワーMOS FET 

スイッチング用 
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（旧資料番号 TC-7857） 
発行年月 November 2004 NS  CP(K) 

本資料の内容は，予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用ください。 

本文欄外の★印は，本版で改訂された主な箇所を示しています。 

外形図（単位：mm） 
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 2SJ243は，2.5 V駆動タイプのPチャネル縦型MOS FETです。 

本MOS FETは低電圧で駆動でき，かつドライブ電流を考慮す

る必要がないため，VTRカメラやヘッドホン・ステレオなどの省

電力を必要とする機器のアクチュエータ駆動に最適です。 

また，本製品は超小型ミニモールド・デバイスであり，実装密

度の向上，実装コストの削減が可能ですので，特に小型化の必要

なセットに最適です。 

 
特  徴 

○従来の小型ミニモールド・パッケージ（SC-70）に比べ，約 60%
の実装面積です。 
○3 V電源系 ICから直接駆動できます。 
○自動実装できます。 

 
オーダ情報 

オーダ名称 パッケージ 

2SJ243 SC-75 (USM) 

マーキング：A1 

 
絶対最大定格（TA = 25°C） 

項 目 略号 条 件 定格 単位

ドレイン - ソース間電圧 VDSS VGS = 0 V −30 V 

ゲート - ソース間電圧 VGSS VDS = 0 V m7.0 V 

ドレイン電流（直流） ID(DC)  m100 mA

ドレイン電流（パルス） ID(pulse) PW≦10 ms,  

Duty Cycle≦50% 

m200 mA

全損失 PT 注 200 mW

チャネル温度 Tch  150 °C 

保存温度 Tstg  −55～+150 °C 

注 3.0 cm2 x 0.64 mmのセラミック基板実装時 

 
備考 本製品のゲート - ソース間に内蔵されている保護ダイオードは，取り扱い時における静電気保護用です。実使用回

路において，ゲート - ソース間に過大な電圧が印加される恐れがある場合には，保護回路をつけてご使用ください。 

内部等価回路 
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電気的特性（TA = 25°C） 

項 目 略号 条 件 MIN. TYP. MAX. 単位

ドレインしゃ断電流 IDSS VDS = −30 V, VGS = 0 V   −1.0 µA 

ゲート漏れ電流 IGSS VGS = m5.0 V, VDS = 0 V  m0.1 m3.0 µA 

ゲート・カットオフ電圧 VGS(off) VDS = −3.0 V, ID = −10 µA −1.6 −1.9 −2.3 V 

順伝達アドミタンス注 | yfs | VDS = −3.0 V, ID = −10 mA 20 30  mS 

RDS(on)1 VGS = −2.5 V, ID = −1.0 mA  55 100 Ω ドレイン - ソース間オン抵抗注 

RDS(on)2 VGS = −4.0 V, ID = −10 mA  20 25 Ω 

入力容量 Ciss  16  pF 

出力容量 Coss  13  pF 

帰還容量 Crss 

VDS = −5.0 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz 

 2.0  pF 

オン時遅延時間 td(on)  10  ns 

立ち上がり時間 tr  40  ns 

オフ時遅延時間 td(off)  130  ns 

立ち下がり時間 tf 

ID = −10 mA, VGS = −5.0 V, VDD = −5.0 V

RG = 10 Ω 

 80  ns 

注 パルス測定：PW≦350 µs, Duty Cycle≦2% 
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特性曲線（TA = 25°C） 
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